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beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gem&B Artikel 36 Qbermittelt. rnnung 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



l^ fi 6 " dem B8ncnt _ A NLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undtoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, unclbder Blatter mft vor diest? 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 ' de ■ v^altunSSi^en 



i zum 



Diese Anlagen umfassen insgesamt 8 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 
I 

II 
111 
IV 

V M ^^h^r^ 6 '^!! 9 e * ge , ! 66 - 2 a)li) hlnsic ™<* der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststeliung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



□ 
□ 
□ 
SI 

VI □ 

VII □ 

VIII □ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBER1CHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 3387 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeidung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 

ilSS^^ 1 f£l V ^ B9t WUrden > 9elte * ™ Rahmen diesest^ 

emgereicht und smd ihm mcht beigefugt, well sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 " 35 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspriiche, Nr. 

1 " 42 eingegangen am 1 1 .04.2005 mit Telefax 
Zeichnungen, Blatter 

1y8 " 8/8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sorache in ri^r 

° O^iSS* S'i?TO reetZl,n9 ' d ' 6 ZWSCke ^ intema,lonalen Recherche eingerelcht worden ist 

□ die Veraffentlichungssprache der internationalen Anmeidung (nech Regel 48.3(b)). 

° SSjffjS. SSSSK^SUT*' *" «■«*» ^ereich. 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeidung offenbarten Nucleotid- undfoder Aminosaureseauenz i«t Hi« 
mtemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzpreta^^ ,St d ' 6 

□ in der internationalen Anmeidung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeidung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der BehSrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

° SffenSSno & d w S 1 a f htra 9lich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internat.onalen Anmeidung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

° 6rfaSSten ,nformation - *m schnftHchen 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Biatt: 



Formblatt PCT/1PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03/1 3387 



5. □ Dieser Bencht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursorunalich 
emgereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-42 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-42 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-42 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/13387 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT , 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1 Die im Internationalen Recherchenbericht aufgefuhrten Druckschriften werden 
entsprechend der Reihenfolge ihrer Auflistung mit D1-D3 bezeichnet. 

D1 : US 2002/1 07604 A1 (CAMPBELL WILLIAM JARRETT ET AL) 8. August 2002 
(2002-08-08) 

D2: US-A-5 442 727 (FIORY ANTHONY T) 1 5. August 1 995 (1 995-08-1 5) 
D3: US-B1-6 191 392 (HAUF MARKUS ET AL) 20. Februar 2001 (2001-02-20) 

Die folgenden Druckschriften wurden im internationalen Recherchenbericht nicht 
angegeben. Kopien liegen bei. 



D4: US-B1-6 373 033 
D5: US-A-5 895 596 
D6: US-A-5 583 780 



2 Druckschrift D4, die als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart 
ein Verfahren zur Bestimmung wenigstens einer Zustandsvariablen aus einem Modell 
eines RTP-Systems mittels wenigstens eines am RTP-System abgegriffenen 
MeBsignals, der MeBgroBe, welche eine Abhangigkeit von der zu bestimmenden 
Zustandsvariablen aufweist und einer mittels des Modells vorhergesagten MeBgroBe, 
dem Vorhersagewert (siehe Spalte 10, Zeile 8-38 sowie Fig 5). 
Ahnliche Verfahren sind aus den Druckschriften D5 und D6 bekannt (siehe D5 
Zeile 59 - Spalte 13, Zeile 5 sowie D6, Spalte 12, Zeile 19 - Spalte 14, Zeile 3). 
Keine der genannten Druckschriften offenbart jedoch daB jeweils der Wechselanteil 
der MeBgroBe und des Vorhersagewertes durch Filter getrennt ermittelt wird, um eine 
Differenz zwischen Wechselanteil der MeBgroBe und dem durch das Model 
vorhergesagten Wechselanteil der MeBgroBe, zu bilden und diese Differenz der 
Wechselanteile zur Anpassung des Modellverhaltens in das Modell ruckgefuhrt 
werden. 

Insbesondere erhalt der Fachmann aus keiner der D4-D6 einen Hinweis auf das 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 3387 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Prinzip einer getrennten Betrachtung von Gleich- und Wechselanteil. 



Das vorliegenden Verfahren erlaubt eine Erhohung der MeBgenauigkeit durch 
Kompensation storender Einflusse der Modulation der Heizstrahler. 
Daher kann der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu und erfinderisch betrachtet 
werden. (Artikel 33(2) und (3) PCT). 

3 Die Anspriiche 2-42 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfiillen damit ebenfalls die 
Kriterien des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Patentanspriiehe 



Verfahren zur Bestimmung wenigstens elner Zustandsvariablen aus einem 
Modell eines RTP-Systems mittels wenigstens eines am RTP-System 
abgegriffenen MeBsignals, der Me6gr6Be, welche eine Abhangigkeit von 
der zu bestimmenden Zustandsvariablen aufwelst, und 

eines mittels des Modells vorhergesagten MeBgroBe, dem 
Vorhersagewert, wobei die MeBgroBe und der Vorhersagewert jeweils 
Komponenten eines Gleich- und Wechselanteils umfassen, und 

wobei jeweils wenigstens der Wechselanteil durch Filter getrennt ermittelt 
w.rd, urn eine erste Differenz zwischen dem Wechselanteil der MeBgrSBe 
und dem durch das Modell vorhergesagten Wechselanteil der MeSgrdBe 
zu bilden. 

Parameteradaption von wenigstens einem Modellparameter durch 
RackfQhrung der ersten Differenz in das Modell mit dem Zief. das 
Modellverhalten auf variable Systemparameter anzupassen . 

bilden elner zweiten Differenz aus MeBgroBe und Vorhersagewert oder 
aus urn den Wechselanteil bersinigter MeBgrOBe und bereinigtem 
Vorhersagewert, 

Zustandskorrektur eines Zustandes des Modellsystems durch 
RQckfQhrung der zweiten Differenz in das Modell mit dem Ziel den 
Zustand des Modellsystems mit dem des realen Systems in 
Obereinstimmung zu bringen, und 

Abgreifen der wenigstens einen Zustandsvariablen am ModelL 

Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB die 
RQckfQhrung der ersten Differenz Qber eine erste Bewertungsfunktion und 
einen ersten Regelalgorithmus und/oderdie RQckfOhrung der zweiten 



5. 



Differenz Uber efne zweite Bewertungsfunktion und einen zweiten 
Regelalgorithmus erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft das 
RTP-System eine Schnellheizanlage ist, mit der ein Objekt z B ein 
Halbleiterwafer mft Strahlungsquellen (Heizstrahler) erhitzt wird. und/oder 
das Model! wenigstens ein im RTP-System erhitztes Objekt 
be,spiel S weise wenfgstens einen Halbleiterwafer umfaftt und efn 
Systemmodell bildet. 

Verfahren nech Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet. dafi zur Modulation 
von StrahlungsqueHen mittels elner Ansteuergrttsse unterschiedliche 
Heizstrahler (StrahlungsqueHen) mit unterschiedlichen 
Modulationsparametem angesteuert werden, um mehrare 
Modellparameter auf elndeutlga Weise zu adaptleren, wie z B 
TransmissMat und/oder Reflektivitat des Halblerterwafera. 

Verfahren naoh Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet. daB die Modulation 
durch e,ne kontinulerliche nicht notwendigerwelse perlodlsche Anregung 

°™Z T T**" W,rd ' Wfe ^ durch » seu *> "■"*»» Sequenzen. 
farb,ges Rauschen Oder auch durch parasltar lm System durch Sterungen 
verursachte Anregungen der StellgrfMSe der Helzstrahler. 

■ s n hnollhoiaa n lao n h n, rt o r tl M ff nh nt n t mi l Ou uhlungequollm t 
( H nl ^ tn hl nr,) , ,I,U j j y , Mub ul „ n n V n rf lh|l , 

Erfo oo o n o hw Anr t onorgro&c du ^felwg^oe^ 
F rfu rco n oincr M ee sgi^ e w rnigol u u, e wer ObJoMo in dor 
S r hnollheizanlag c, ^>r ^ el^4e S sg f efie^ no hinro i ohondo 
A b h Qngjgk c it v o fHl or -r u b o otr mi iw u ^T o mp o nrtu,. d o & 
H al ht c itorwaforo booitetj 

R ^ ! !rr! '' L J V ******™*** * Mrw amao d o r .. . o n ior t-ns ciucn 
P bjolrto Ofaor „in Sye te m mede e u. - Sr h nn n h, i „ ,! , etneehtiefetteh 





Hrtbloitcrwafor, das mit dor Anrtouorgroftc dor Strahlungsquol[ o» 
boaufochlagt w i rd; 

ftn rt fmmon o i norZuotandckorrokturodcr Rogo l groEo auc ciner Diifo f on g 
zwioohon dor orfacpton Moecgreao unrt dom Vorhorpagowort doe 
M es sgro& e ; und 

ReRtimmon wonigctone oinorZuotandovqriablo oinoo Zuotando dos 
Haibfcit o rwafcro anhand do r. ftwrtnmmnrtr,n«> mit 7ur t3 ndc ko rrolctur, 
wn ho i rinr, B nn tfmmon dou Vorhorcagowertc dor Mocegrofto wcnigotonG 
teilwoioo anhand dor boctlmmton Zactan r lnvariablo orfolgt. 

— ~ Verfanre " nach ©inem der AnsprQche 1 bis 5S, dadurch gekennzeichnet. 
dass die Zustandsvariable wenigstens die Temperatur des 
Halbleiterwafers umfasst. 

S£L Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche 1 bis £?. dadurch 
gekennzeichnet, dass das Systemmodell durch Modellparameter 
optischen | Eigenschaften des Wafers berQcksichtigt, und diepptischen * 
Eigenschaften des Wafers in dem Systemmodeil an die realen optischen 
Eigenschaften des Wafers in der Schnellheizanlage angeglichen werden. 

^ Verfahren nach einem der AnsprQche 5 bis 7%, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Messgrofte einen wesentlich von den optischen Eigenschaften 
des Wafers abhangenden Wechselanteil besitzt, der durch eine 
Modulation der Strahlungsqueiien erzeugt wird, und die Angleichung der 
optischen Eigenschaften durch einen Algorithmus erfoigt, der den 
Wechselanteil in der erfassten Messgrdlie und den der vorhergesagten 
Messgro&e durch Adaption der optischen Eigenschaften des Wafers im 
Systemmodeil angleicht. 



| 4^ Verfahren nach einem der AnsprQche 5 oder 80, dadurch gekennzeichnet, 
dass die optischen Eigenschaften des Wafers die Emissivitat und/oder die 
Refiektivitat und/oder die Transmissivitat umfassen. 



I 44t10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 3 bis 94£, 
dadurch gekennzeichnet. dass die MessgroBe wenigstens vom 
Halbleiterwafer kommende Strahlung umfasst. die durch einen Pyrometer 
erfasst wird. 

| 43r11. Verfahren nach Anspruch 1044-, dadurch gekennzeichnet, dass die 
erfasste Strahlung wenigstens Warmestrahlung des Halbleiterwafers 
sowie am Halbleiterwafer reflektlerte Strahlung der Strahlungsquellen 
umfasst. 

| 43rl2. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis tUQr, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Bestimmen des Vorhersagewerts der 
MessgroBe das Bestimmen eines Vorhersagewerts der Waferstrahlung 
umfasst, der einen durch den Halbleiterwafer bewirkten Anteil am 
Pyrometersignal vorhersagt. 

| ifel3. . Verfahren nach Anspruch 123, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Bestimmen des Vorhersagewerts der Waferstrahlung das Bestimmen 
eines Intensitatswerts der Warmestrahlung des Halbleiterwafers im 
Bereich elner Meftwellenlinge des Pyrometers anhand der ermittelten 
Zustandsvariable und einer ermittelten Emissivitat des Halbleiterwafers 
umfasst. 

Verfahren nach Anspruch 1^4, dadurch gekennzeichnet. dass das 
Bestimmen des Vorhersagewerts der Waferstrahlung anhand eines 
Modells unter BerGcksrchtigung des Intensitatswerts der Waferstrahlung 
im Bereich der MeBwellenJange des Pyrometers und einer ermittelten 
Emissivitat des Halbleiterwafers erfolgt. 



Verfahren nach Anspruch 1^5, dadurch gekennzeichnet. dass das 
Modell einen Elnfluss der Kammer auf die ermittelte Emissivitat des 
Halbleiterwafers berQcksichtigt. 



** r16 - Verfahren nach einem der AnsprQche 3 bis 15S, dadurch 
gekennzeichnet. dass das Bestimmen des Vorhersagewerts der 
MessgroBe das Bestimmen eines Lampen-Vorhersagewerts umfasst der 
einen durch die Strahlungsquellen bewirkten Anteil an einem 
Pyrometersignal vorhersagt. 

Verfahren nach Anspruch 16J7-, dadurch gekennzeichnet. dass das 
Bestimmen des Lampen-Vorhersagewerts das Bestimmen eines 
Breitband-lntensitatswerts der Warmestrahlung des Hatbleiterwafers 
anhand der ermittelten Zustandsvariable und einer ermittelten Emissivitat 
des Hatbleiterwafers umfasst 

| m Verfahren nach Anspruch 1£S oder 17S. dadurch gekennzeichnet, 
dass das Bestimmen des Lampen-Vorhersagewerts das Bestimmen eines 
Intensitatswerts fur die Strahlungsqueifen anhand eines Lampenmodells 
und der AnsteuergroBe der Strahlungsquellen umfasst 

SMS, Verfahren nach Anspruch 168, dadurch gekennzeichnet. dass das 
Lampenmodell Wechselwirkungen zwischen dem Halbleiterwafer und den 
einzelnen Strahlungsquellen berucksichtigt 

gigO, Verfahren nach Anspruch 1920, dadurch gekennzeichnet. dass das 
Lampenmodell den vorhergesagten Breitband-lntensitatswerts der 
Warmestrahlung des Halbieiterwafers als EingangsgroBe verwendet. 

2&£L Verfahren nach einem der AnsprQche 180 bis 2Q4-. dadurch 

gekennzeichnet. dass das Lampenmodell Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Strahlungsquellen berucksichtigt 

£3*22,, Verfahren nach einem der AnsprQche 1 8> bis 212, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen als Gruppen 
zusammengefasst sind und das Bestimmen des Intensitatswerts fur die 
Strahlungsquellen fdrdie jeweiligen Gruppen ertblgt 



I 24,23, Verfahren nach Anspruch 223. dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bestimmung des Intensitatswerts fur die Strahlungsquellen fur die 
jeweiligen Gruppen anhand wenigstens zweier Reprasentanten der 
Gruppe erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 22> oder 234. dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strahlungsquellen wenigstens innerhalb einer Gruppe mit 
derselben Ansteuergrolie angesteuert werden. 

ggj2S Verfahren nach einem der Anspruche 1§? bis 24S, dadurch 

gekennzeichnet. dass beim Bestimmen des Lampen-Vorhersagewerts ein 
Modell verwendet wird. das den am Halbleiterwafer reflektierten Anteil der 
Lampenstrahlung. der in das Gesichtsfeld des Pyrometers falrt, 
vorhergesagt, und zwar anhand des bestimmten Intensitatswerts der 
Strahlungsquellen und einer ermittelten Emissivitat des Halblefterwafers. 

j 3£26, Verfahren nach Ansproch 25.©. dadurch gekennzejchnat dags das. 
Modell die Refiektivitat des Halblerterwafers ermittelL 

| i§£L. Verfahren nach Anspruch 2§?, dadurch gekennzeichnet. dass die 
Refiektivitat anhand der ermittelten Emissivitat ermittelt wird. 

| 2&28. Verfahren nach einem der Anspruche 25$ bis 273, dadurch 
gekennzeichnet dass das Modell die Kammergeometrie der 
Schnellheizanlage berucksichtigt 

| 3^29. Verfahren nach einem der Anspruche 1§? bis 28.9, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Vorhersagewert der Messgro&e durch addieren 
des Vorhersagewerts der Waferstrahlung und des Lampen-Vor- 
hersagewerts gebildet wird. 

| iMQi. Verfahren nach Anspruch 2930, dadurch gekennzeichnet. dass der 
Vorhersagewert der Waferstrahlung im Wesentlichen einen Gleichanteil 
des Vorhersagewerts der Messgrofte beinhaltet und der Lampen-Vor- 



hersagewert im Wesentlichen einen Gleichanteil sowie einen 
Wechselanteil des Vorhersagewerts der MessgrdBe beinhaltet. 

| m£L Verfahren nach einem der AnsprOche 1 34 bis 304, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Emissivitat des Halbleiterwafers wenigstens 
teilweise aus dem Vorhersagewert der MessgroBe ermittelt wird. 

| Verfahren nach Anspruch 3m, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Vorhersagewert der MessgrSBe gefiltert wird, um dessen Wechselanteil zu 
ermitteln. der im Wesentlichen dem modulierten Anteil der von den 
StrahlungsquelFen stammenden und am Halbleiterwafer reflektierten 
Strahlung entspricht, der von einem Messfleck auf dem Halbleiterwafer in 
das Pyrometer fallt. 

| Verfahren nach Anspruch 32,3. dadurch gekennzeichnet, dass die 

Emissivitat des Halbleiterwafers unter Verwendung eines adaptiven 
Algorithmus ermittelt wird, der den Wechselantejl des. Vorhersagewerts 
der MessgroBe und einen vom Pyrometer erfassten Wechselanteil, der 
von der Strahlung wenigstens eines Messflecks auf dem Halbleiterwafer 
herrQhrt. miteinander vergleicht.. 

3SI34, Verfahren nach einem der AnsprOche 3 bis 334. dadurch 

gekennzeichnet, dass der Halbleiterwafer in der Schnellheizanlage rotiert 
wird. und die Rotationsgeschwindigkeit und/oder Phase im Modell zum 
Ermitteln der Emissivitat und/oder optischen Fluktuatfonen des Substrates 
und/oder eines Wafertragers des Halbleiterwafers beruckslchtigt wird. 

3§£§, Verfahren nach einem der AnsprOche 1 34 bis 344. dadurch 

gekennzeichnet. dass die ermittelte Emissivitat skaliert wird, bevor sie 
anderen Prozessen zugefQhrtwird. 

3^6, Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche 3 bis 35S, 
dadurch gekennzeichnet. dass der Halbleiterwafer in dem Modell zum 



Ermftteln der Zustandsvariable als Black Body angesehen wird. 

, ] 3g?37. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 5. dadurch 

gekennzeichnet, daft das RTP-System wenigstens ein e Heizvorrichtung 
umfaftt, welche bezQgllch Ihrer abgegebenen Warmeenergie moduliert 1st 
und wobel die Meftgrofte an einem Objekt ermittelt wird, welches aufgrund 
seiner thermischen Elgenschaften und/oder seiner thermiechen Kopplung 
an die modulierte Heizvorrichtung bezQglich seiner Temperatur der 
Modulation der Heizvorrichtung nur unwesentlich folgt. 

J Verfahren nach Anspruch 37#, dadurch gekennzeichnet, dali das 

Objekt ein Halblelterwafer, eine wenigstens einen Halbleiterwafer 
wenigstens teilwelse umgebende UmhQIIung, eine Kammerwand einer 
Prozeftkammer des RTP-Systems Oder ein Gegenstand in der Nahe eines 
Halbleiterwafers ist. 

I Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis oder 38, 39, dadurch 

gekennzeichnet, daft die Meftgrofte mltteJs eines Pyrometers und/oder 
eines Thermoelements ermittelt wird. 

[ 4Js4a Verfahren nach einem der AnsprQche 3£S bis 3940, dadurch 

gekennzeichnet, daft die Zustandsvariable des Zustands die Temperatur 
des Objekts ist. 

| 4££L Verfahren nach einem der AnsprQche 38-37bis 404, dadurch 

gekennzeichnet, daft die Zustandsvariable des Zustands die Temperatur 
des Halbleiterwafers ist, wobei die Meftgrofte am Halbleiterwafer und/oder 
an einem Gegenstand in der Nahe des Halbleiterwafers ermittelt wird. 

42.- Verfahren nach einem der AnsprQche 373 bis 412, dadurch 

gekennzeichnet. daft die Modeliparameter die optischen Eigenschaften 
des Objekts wie Reflektivitat. Transmftivitat und/oder Emissivitat 
umfassen. 



